BABI

PENDABULUAN

1.1. Latar Belakang
Sejak ditemukannya semikonduktor beberapa puluh tahun yang lain, aplikasi
semikonduktor telah nwngalami berbagai tahapan perkembangan vang sangat

mengagumkan. Beberapa aplikasi dari semikonduktor itu antara lain dalam bidang

komunilasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri serta emergi. Dalam bidang

energi, semikondukior dapat dibuat sebagai piranti yang mampu mengubah cahaya

matahari menjadi energi listrik, vang dinamakan sel surya {photovolthaic).

Sel surya ini adalah salah satu contoh perangkal elektrontka yang dibuaf 1

dengan susunan lLogam-Isolator-Semikonduktor (L-I-S). Usaha pembuatan
perangkat elektronika yang tersusun dari L-I-S ini beserta karakteristiknya, dan
biasanya mengeunakan Si0; sebagaj lapisan tipis isolator (Adanto, 1993).

Pembuatan  1solator SiOggtersebut sangat mudah ditumbuhkan “pada bahan

semikonduktor silikon dan germanium tetapi untuk lapisan tersebut tidak dapat '

ditumbuhkan pada bahan semikonduktor dari golongan I dan IV afau senyawanya.
Hal ini dikarenakan untuk menumbuhkan lapisan tipis SiO; pada bahan tersebut

liarus melewatt temperatur dekomposisi.

Berdasarkan masalah tersebuf penelitian unink mencari material alternatif

scbagai lapisan tipis isolator telah banyak dilakukan dan hasilnya antara lain
adalah bahan drganik vang telah terpolimerisasi. Untuk perangkat efektronika dioda
dengan susunan L-1-S, karakteristik kapasitas- tegangan tergantung pada ketebalan

lapisan tipis polimer organik vang terdeposit. Dari pengukuran kapasitas-tegangan
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pada perangkat L-I-S dapat dikelahui profil “doping™ difusi maupun distribusi
konsentrasi pembawa (carf'fer cancentration).

Puzat Penelitian Nlﬂ{lir Yogyakarta. (PPNY} BATAN telah melakukan
penelitian dan pengembangan suatu  sistem  deposisi ion plasma untik
mendeposisikan polimer ol}gmlik pada subsirat silikon atau bshan semikonduktor
yang lain. Menurut Adimxfo (1993) teknik dari deposisi plasma polimer vang
digunakan adalah berdasarl{an kombinasi dari sistem reaktor plasma lucutan p_ijar
dan sistem pemercepat. Bﬁhau monomer organik (toluene, CgH;CH3) vang akan
dideposisikan pada silikon dibawa oleh gas Argon (sebagai zat pembawa). Gas
Argon yang mengandung bahan oi'ganik ditonisasi oleh medan Radio Frekwensi
(RF) fang dikopelkan sec?ara induktif melalui kumparan pipa tembaga yang
difempatkan melingkari taE?)un,g reakior plasma Elekiroda pendorong dengan
tegangan positif digamakan; dalam sistem ini untuk mendorong dan sekaligue
menambal energi berkas idxl positif. Sebuah elektroda pemfokus dipasang untuk
memfokuskan berkas ion-i§n plasma yang keluar dari kanal keluaran sebelum
betkas ini dideposisikan pada substrat. Untuk memperbaik: kerataan permukaan
lapisan, dipasang sebuah ;.)ejmzmas dengan sistem pengontrol pada tempat dudukan
substrat. Proses poiimerisaﬁi plasma serta pendeposisian plasma bahan organik
pada substrat silikon ini djilakukml pada. kondisi tekanan rendah pada jangkau

antara 0,1 Torr hingga 10 Torr {1 Torr = 133 pascal).

1.2. Rumusan Masaléh

Reaktor plasma unfuk pembuatan lapisan tipis bahan organik temolimer

pada prinsipnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu ruang deposisi {deposition




chamber), sumber daya RF (RFF power generator source) serta sistem vakum
{inggl.

Ruang deposisi adalah ruang dimana terjadi proses pembentukan plasma
dan deposisi lapisan tipis inaiaml organik. Ruang deposisi ini terdiri dari empat
bagian utama vaitu ruang plasma (plasma chamber) yang dibatasi oleh tabung gelas
pirex, elektroda pendorong terbuat dari kawat tungsten yang dihubungkan dengan
tegangan tinggi DC, eieldroda pemifokus yang terdiri dan tiga buah lempeng terbuat
dari baja tahan karat vang lebih dikenal sebaga lensa Einzel vang dihubungkan
dengan tegangan finggi DC.: Terakhir pemegang substral yang dilengkapi dengan
peinanas. |

Ruang plasma dipiisahkan oleh calram gelas dengan diameter lubang
ditengah 2 mm sebagai kanal keluaran, lubang ini berfungsi sebagai celah pembeda
pemompaan (differensial pumping aperture) antara bagian bertekanan tinggi dari
sumber ion dengan bagian bertekanan lebih rendah dari ruang deposist. Sumber
daya RF untuk mengionisasi gas yang terdapat dalam reaktor plasma yang bekg: ja
pada firekuenst dan daya terténtu {Adiarto, 1992).

Suafu monomer organik toluene digunakan sebagai komponen aktif. Toluene
berwujud cair pada temﬁeratur kamar dengan titik didih 110,8°C. Unfuk
memperolel kondisi optimal maka dilakukan pengamatan terhadap parameter
operasional unfuk mengendajlikan proses polimerisasi. Parameter tersebut meliputi
parameter karakteristik dari %reaktor yang bersifat tetap dan parameter proses yang
bisa divariasi (Yasuda. &, 1985). Pengujian dilakukan dengan dan tanpa beban

yang berupa plazma.




1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian tugas aldlir ini dititik-beratkan pada stadi perancangan dan
pembuatan sistemn 1'eaktor§plasma dengan menggunakan bahan organik toluene
sebagai bahan polimer yang akan dideposisikan. Pengujian dilakukan sebelum dan
sesudah terdapal beban yang berupa plasma, yaitu penentuan kestabilan daya
sebagal fingsi dari tekana;} sistem serta pengukuran arg ion keluaran sebagai

fungsi tegangan pendorong dan tekanan sistem.

1.4. Tujuan Penelitian
a. Tujuan penelitijan ini adalah membuat reaktor plasma yang
memanfaatkan béhan organik toluene sebagai bahan polimer yang akan
dideposisikan paﬁa substrat silikon.
b. Menentukan ])zﬁ'zullelel' operasional vyang mengendalikan proses
polimerisasi pla.éma vaitu meliputi daya, tekanan sistem serta tegangan

pendorong.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah memberikan informasi mengenai pendeposistan
polimer plasma dari bahan organik dan mendapatkan kondisi optimal untuk

pendeposisian lapisan tipis.






